台灣半導體研究中心 異質整合製程組
原子層沉積系統(ALD)
	一.系統簡介:

1. 系統規格及型號：PICOSUN R-200
2. 規格： 
Typical substrate size and type : 50-200 mm single wafers 

Processing temperature : 50 – 500°C Substrate loading

Typical processes : Al2O3 , TiN

二.特殊注意事項：

1. 只限矽基材與玻璃基板。 

2. 僅提供上述材料。
3. 特殊製程須經儀器負責人同意，方可使用若違反上述規定，而造成機台污染或損害者，除停止其使用權利外，並將追究其相關賠償責任。 

4. 其它注意事項及實際開放狀況請參閱網頁公告。 

	


